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【はじめに】我々の研究グループでは、GaNナノワイヤ(NW)を用いた発光素子の検討を行
っている。NWは基本的に無転位結晶で、側壁には非極性面の活性層を形成することが出来
る。そのため、従来の LED に比べて発光効率の向上を期待できる。また、LD において、
光閉じ込め係数が高く、低閾値かつ高出力化が期待できる[1]。現在、本研究グループでは
NWによる光デバイスで ITOを用いているが、ITOは光吸収損失が高くなる。そのため、ト
ンネル接合(TJ)を活用して、低抵抗で光吸収率の低い電流拡散を目指している。これらを実
現するために、NW と TJ を埋め込む n-GaN キャップ層の成長では、Mg の拡散とボイドの
抑制が不可欠となる。そこで、本研究では、n-GaN キャップ層成長の検討を行ったので、そ
の結果を報告する。 

【実験方法】ナノインプリントによる選択成長用マスクが形成された n-GaN テンプレート
基板上にMOVPE法によるGaNナノワイヤを含む LED(MQS-LED)の成長を行った。さらに、
LEDを覆うようにTJを成長させた。その上に n-GaNキャップ層による埋め込みを実施した。
このとき、成長温度をはじめとする成長パラメータの最適化を行った。作製した構造の模
式図を Figure1 に示す。また、結晶構造及び光学特性の評価として、SEM 観察、CL測定を
行った。 

【結果と考察】n-GaN キャップ層の成長温度を変化させた時の SEM 像と CL 像を Figure2

に示す。Figure2では成長温度 1000℃のとき下部に半極性面が発生しており、ボイドが形成
されている。しかし、800℃において半極性面は発生せず、m面のみ成長しており、ボイド
の形成が抑制された。また、Figure3のグラフはMQS-LED の m面に成長した n-GaN キャッ
プ層の CLスペクトルである。CL像とスペクトルから 1000℃では 375nm付近の波長が見ら
れず、さらに p-GaN からMgが拡散しキャップ層が p 型になっていると思われる。しかし、
800℃では 375nm付近の波長が見られ、n-GaNが成長していると考えられる。 
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